Série MOSFET N8 « Amplificateurs »

Données Techno: VDD =5V, Lmin =1 pm;

2 2
nMOS: k, = 100 pA/V ;V_=08V;U =10 V/um pPMOS: k, = 30 pA/V 5V, =09V;U =10 V/pm

P,

Exercice N 1 : Vbp

-

Soit le montage différentiel suivant.

Données :
(W/L)12 = 80um/2um, les transistors sont polarisés pour étre en Vo1
saturation et en forte inversion. 0
Les sources de courants sont considérées idéales et les v ,_l T,
résistances de sortie 1, de tous les transistors infinies. i1
R
[ELAYON|

1. Calculer le gain différentiel Ap = vod/Vid = (Vo1 —Vo2) /(Vi1-
vi2) et donner I’intérét d’un tel montage. lg

2. Calculer le gain mode commun Ac = vo1/vic (quand vij=
Vi2 = Vic) et le taux de réjection du mode commun CMRR 1
=|Ap/Ac|.

Fig. I Paire différentielle dégénérée en MOS

3. Recalculer Ap, Ac et CMRR, avec des sources de courant Valeurs numériques:

réelles (1/gs = IMQ).

4. Proposer et dimensionner les sources de courant, réalisées en Vpp = 5V Ro = 5kQ
MOS, satisfaisant a la condition : 1/g; > 1MQ. R = 60kQ I, =40pA
Exercice N2 :

1. Exprimer le gain différentiel des amplificateurs ci-dessous en fonction des éléments du circuit (c.a.d. Irer, Vbb, Ro,
(W/L), et (W/L),). On tiendra compte des résistances de sortie ron €t 1op des transistors nMOS et pMOS.

2. Calculer Vomax €t Vomin. La tension DC a I’entrée des amplificateurs est Vpp/2 (1’amplitude du signal d’entrée est
petite et son effet sur la dynamique de sortie négligeable).
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